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Обладающий значительной анизотропией кристаллической структуры 

сегнетоэлектрик - полупроводник TlGaSe2 имеет ряд уникальных 
свойств, интересных в практическом применении [1]. Склонность к фор-
мированию электрических неоднородностей в кристалле не ограничива-
ется температурой его сегнетоэлектрического состояния, и отмечалась 
при более высокой температуре параэлектрического состояния TlGaSe2 
[2, 3]. Здесь, в области температуры Т ~ 170—280 К обнаружены анома-
лии кинетики фотоотклика кристалла [4, 5], наблюдающиеся в условиях 
периодического светового возбуждения с энергией фотонов превышаю-
щей или близкой к ширине запрещенной зоны кристалла hv0 > Eg. Образ-
цы фотоотклика с явно выраженным немонотонным характером реакции 
на возбуждение светом представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменения кинетики фотоотклика кристалла TlGaSe2 с температурой. 
Момент времени выключения фотовозбуждения отмечен пунктиром 

Для детального анализа обнаруженного явления использована мето-
дика последовательной аппроксимации кинетики релаксации модельной 
функцией - алгебраической суммы трех экспонент. На основе получен-
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ных вариации с температурой параметров экспоненциальных составля-
ющих кинетики релаксации фотоотклика предложены основные меха-
низмы возникновения аномалий, связанные с пространственной неодно-
родностью распределения локализованных и нелокализованных зарядов в 
объеме кристалла. В области Т ~ 170-200 К, а также Т ~ 200-235 К, 
наблюдающиеся аномалии интерпретированы, как обусловленные про-
странственной неоднородностью заполнения центров локализации заря-
да, обнаруженных ранее [2, 6], обладающих способностью формировать 
электретные состояния в кристалле [2]. 

В высокотемпературной области Т ~ 235-280 К аномальный фотоот-
клик возникает вследствие параметрического резонанса, проявляющегося 
в условиях периодического возбуждения кристалла светом c hv > Eg и 
приложенного к кристаллу внешнего поля. Показано, что при возбужде-
нии кристалла светом изменение проводимости сопровождается допол-
нительным эффектом возникновения фотогальванического тока. Токовый 
характер резонанса хорошо сопоставим с явлением формирования межс-
лоевой неоднородности концентрации фотоинжектированных свободных 
носителей заряда, непосредственно наблюдавшимся на TlGaSe2 в экспе-
риментах по поглощению лазерного излучения свободными носителями 
заряда [6]. 

Резонанс токов проводимости и фотогальванического тока, приводя-
щий к пространственной неоднородности распределения концентрации 
свободных носителей заряда, можно рассматривать как первичное явле-
ние, ответственное за формирование в объеме кристалла неоднородно-
стей локализованного заряда - электретов. 
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